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Источники рентгеновского излучения, в основе которых лежит явление обратного комптоновского рассеяния, являются перспективной альтернативой синхротронам в силу своей компактности. Проектируемый в МГУ макет источника рентгеновского излучения с энергией фотонов до 150-180 кэВ позволит охватить ряд прикладных задач в таких областях, как материаловедение, медицина, биология, химия, рентгеновская литография.
В данной работе рассмотрена теория эффекта Комптона, лежащего в основе работы таких источников. Приведён обзор текущей ситуации с источниками комптоновского излучения в мире: описаны три существующих схемы реализации, а также приведено сравнение характеристик существующих установок для каждой схемы. Помимо этого, описаны некоторые потенциальные применения проектируемого источника, а именно спектроскопия тонкой структуры поглощения, применимая для селективного анализа элементов, а также получение медицинских изотопов на тормозных пучках. В качестве оценки для последнего проведён расчёт количества образующегося на тормозном пучке изотопа 161Tb. Данные применения показывают актуальность проектируемого источника.
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